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- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- разрядка слов не допускается; 
- не допускается применение псевдографики, а также стилей. 
Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те, 
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру. 

На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка: 
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные) 

или сверху (строчные) 
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:  
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,  

l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;  
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~; 
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом; 
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией; 
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся  

сокращением слов, должны быть пояснены отдельно. 
Иллюстрации: 
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и 

линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»). 
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Ис-

пользование MS Word не допускается. 
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно 

формат 912 см). 
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превы-

шать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте ка-
ждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему 
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются 
в квадратных скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 
  для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
  журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,  

выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
  депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, назва-

ние организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
  препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  

организации, год; 
  материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место про-

ведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
  ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. 

или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то 
вместо даты опубликования пишется дата приоритета; 

  электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую 

степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и 
домашний телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 

Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается. 

Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. площадь Шокина, дом 1, МИЭТ, редакция 
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231. 

Тел.: 8-499-734-62-05  
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191 
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